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FIGURE 2E

(57) Abstract: The invention relates to a method for correcting the thickness of a piezoelectric layer (3) arranged on a piezoelectric-on-
insulator substrate, the method comprising the steps of: » measuring the thickness of at least one intermediate layer (2) located between
the piezoelectric layer (3) and a carrier substrate (1); * measuring the thickness of the piezoelectric layer (3); * on the basis of the
measurements of the thickness of the at least one intermediate layer (2) and of the piezoelectric layer (3) and of a numerical model of
at least one property of the piezoelectric layer (3) according to a plurality of pairs of thicknesses of the piezoelectric layer (3) and of
the at least one intermediate layer (2), calculating a correction for the thickness of the piezoelectric layer (3) to obtain a target value for
each property, correcting the thickness of the piezoelectric layer (3) by means of a topographically discriminated abrasion process.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de correction d'épaisseur d'une couche piézoélectrique (3) agencée sur un substrat du
type piézoélectrique sur isolant, comprenant les étapes suivantes : ¢ la mesure de I'épaisseur d'au moins une couche intermédiaire (2)
localisée entre la couche piézoélectrique (3) et un substrat support (1 ), * la mesure de 1'épaisseur de la couche piézoélectrique (3),
* a partir desdites mesures d'épaisseur de 1'au moins une couche intermédiaire (2) et de la couche piézoélectrique (3) et d'un modele
numérique d'au moins une propriété de la couche piézoélectrique (3) en fonction d'une pluralité de couples d'épaisseurs de la couche
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piézoélectrique (3) et de ladite au moins une couche intermédiaire (2), le calcul d'une correction d'épaisseur de la couche piézoélectrique
(3) pour obtenir une valeur cible de chaque propriété, l'application de la correction de I'épaisseur de la couche piézoélectrique (3) par
un procédé d'abrasion de maniere topographiquement discriminée.




